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はじめに 熱活性化遅延蛍光（TADF）材料は、

レアメタルフリーで 100%近い効率で発光を示

すことから注目を集めており[1]、その緩和過

程が詳しく調べられている。ところが、蛍光、

遅延蛍光、燐光を区別することが容易ではない

ため、発光特性だけからでは緩和過程の全体像

を明らかにすることは難しい。そこで、一重項

と三重項励起状態を区別して評価することを

目的に TADF 材料の光誘導吸収測定を試みた。

ただし、TADFのような強い発光を有する材料

では、過渡吸収測定を行うのは一般に困難であ

る。そこで、発光による影響を抑えるために、

ロックインアンプを 2 台用いて光誘導吸収測

定を行った。 

実験 TADF材料として 1,2,3,5-tetrakis(carbazol 

-9-yl)-4,6-dicyanobenzene（4CzIPN）を用い、薄

膜をスピンコート法により製膜した。光誘導吸

収測定のポンプ光には He-Cd レーザー

（KIMMON, IK3301R-G）を使用し、変調周波

数は 4 Hzとした。薄膜はクライオスタット中

にセットし、6.5 K ～ 室温で測定を行った。 

結果および考察 図 1 に 4CzIPN 薄膜の発光、

吸収スペクトルを示す。4CzIPN のみの薄膜で

は 560 nm付近に発光ピークが見られる。図 2

に 6.5, 50, 75, 300 Kにおける光誘導吸収スペク

トルを示す。2.5 eV付近で符号が反転している

のは吸収の減少（ブリーチング）によるもので

ある。信号強度が低温において大幅に増大する

こと、極低温で数 100 ms 程度の寿命を有して

いること[2]から、図 2 に示すスペクトルは T1

→Tn 遷移に相当する三重項励起状態由来のも

のであることが分かった（図 1 挿入図参照）。

従って、光誘導吸収測定により、4CzIPN の三

重項励起状態の情報を選択的に得ることが可

能で、例えば三重項励起密度の励起光強度依存

性や温度依存性などを調べることができる。 
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Fig. 2 Photoinduced absorption spectra of 

4CzIPN neat thin films at 6.5, 50, 75 and 300K. 
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Fig. 1 PL and absorption spectra of 4CzIPN 

neat thin films at 300 K; (inset) energy diagram 

of 4CzIPN neat thin films. 
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